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a AI As 化 合物
、
Sj c
蓝色 L E D 研制取得突破进 展为发光 与显示
器件树立又一丰碑
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总计有 千余 种 系列 品种
。
全世 界 L E D 产量
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本 L E D 输 出 3
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比 19 8 6年增 长二 倍 〔̀ 〕
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美 国 L E D
市场潜力很大
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我 国 EL D 生产 已有 20 年 历 史
,
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化 合 物 及 其 混 晶 发 光 材 料
,
成 功 地 用
M O C v D
,
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G a A] As 量子 阱
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L D 及 红 外器 件
; 用温 差 L P E 试 制 成
G a A s 红外发光芯片
、
G a P 绿色外延材料与芯
片
。
多片连续 L P E 技术水平有所提 高
、
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及美国芯片制造关键设备于 19 9 2年调试成功
并试产
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增强 EL D 芯片的竞争力
。
国内对 L E D 芯片的需求逐步增加
,
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据 报道川旧 本 ! 9 81 年芯 片产量 17
亿只
; 19 8 4年达 18亿 只
; 一9 9 1年 L E D 生产 6 2
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通指 路牌大量需求为可 见光 L E D 材料与器






制 中 佼佼 者
。
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a AI P 四元化合物外
延材 料
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L E D ; 19 9 2年开始生产 2
.
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品 化 ; 橙 色 L E D 灯 (封 装在曰 10 园透镜 头的
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研制 的活 跃领 域
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员采 用 新 的 真 空升 华 方 法制 得 直 径 大 于
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实力雄厚的 ys na ! yc 公司继
1 0m de 蓝色 S ic 发光 灯推 出后
,
另辟蹊径首
次采用具有直接跃迁带 隙性质 的 G Na 材料
并制成 P N 结 L E D
,
发光强度比 si c 材料的提
高几倍
,
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,
这为室外全色显示
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达 20 m ed 拟推广应 用
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三 洋等公 司还 用 4个
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振荡波长 6 4 0
n m 的激光二极管 ( L D )
;







司制成的 25 m A 下维持振荡的低功耗半导体
L D 可用于高速光 通信 中
; 松下 电器公 司 的
6 8 On m 波 长
,




35 m w L D 作 光 源把红光 转 换为 蓝光 (l ~
Z m w ) [
日〕 。 美 国 3M 研 究室 用 z
n s e 材料研制
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,
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蓝绿光 L D
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L E D 各种显示器少则 10 万只
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多达近 10 0 万
只计
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红外与高亮度 各类 L E D 芯片月产










































































































































a P 材 料的 红色 L E D 芯 片就有 E D
-
0 1 I R D
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色 ( 5 6 n7 m )芯片光 电特性 完全一样
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卜 v 族 化合物半导体 中 G叭
s , G a P 材料 及
其三元混晶 G Aa Ps
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e a s b
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而 蓝光 L E D 材 料 Sj c
、
G Na
禁带 宽度更大 (分别 为 2
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Si c 单晶 生长温度高 达 2 2 0 0 ~
2 4 0 0℃
,
现 用升华方法 获得 直径 25 ~ 3 3m m
的晶锭
,
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G a N 薄 膜并 掺入 z
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结 型 L E D 器 件通 常是 单异 质 结构
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以
G a P 为材 料的红
、
绿 L E D 多数用双液相外延








通过 汽相外延 V( P E)
十扩散形成 P N 结
。
对于红色高亮 度 L E D 芯
片
,
在 G a A s 衬底上借助 L P E 技术进行掺杂
制备各层 A] 组分不同的 G
a A] A s 三元 固熔体
而制 双异质 结构
。
为 了减 少直接带 隙 G
a A s
对光有较大吸收和 G
a AI A s 多层结构中因 Al
组 分 变 化 而 引 起 逆 窗 效 应
,
故 高 亮 度 的
G a AI A s 器件中又分 N 面 向上
,




a A s 层被磨去
以减少光吸收
,
故芯片厚度约 Z O 0 o m
,
后者芯









高效率 L E D 的
理想 材料
。





M o C v D 技术 生 长 I n G a A ]P 四 元混
晶
,
通 过 改变 A] 组 分
。
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半 导 体 光 电 1 9 94年 3月
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v P E 生长三元 G
a A s P 外延材料 + 扩散 与光学参数 〔̀
3〕。




P N 结制备 发光颜色
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Z n S
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国外芯片大 小基本上有三种不同尺寸
,
各种材料所制的 L E D 管芯厚度不尽相同
,
日
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以 G a As 为 衬底 G
a
As P 外延 +
扩散成结的芯 片厚度仅 Z 0 0 0 m
,





须把光 吸收 系数大 的 G
a A s 衬 底层 减薄 至
2 2 0 ~ Z O 0o m
。
光 磊此类高 亮度芯片 仅 2 2 0 0 m





] 0 0m de
。
以 G a P 为衬底的 各色其他芯 片厚度






夏普 S IC 蓝色 L E D 尺寸 为 。m
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底面边长大 1 0 ~ Z Oo nr
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夏普 e L 0 4 7 A R 的 G










O 9 2m m
的 园形
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3 0
,









光阻挡两者关 系而最 佳设 计
。
对于G Pa 为材


























复 盖一层 Al 膜
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; N 电极只要 用 Z O0
n m 厚的
A u 及其合金 已足够
。
对于蓝光 SI C 芯片
,
使
用 A u / N i + A u / c r 两 层结构的 A
u
合金 沉积






































































发有前途 的直接带 隙 G
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